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 До сих пор преобразователи на базе CdS изготовлены в 
основном как гетероструктуры. Создание p-n перехода затруднено из-за 
получения CdS с дырочной проводимостью. В литературе приводятся 
только некоторые данные, относящиеся пленочно-
монокристаллическим p-n переходам. В представленной работе 
приводятся результаты исследований пленочного p-n перехода на 
основе CdS, осажденных из раствора. Исследуемые образцы 
приготавливались методом осаждения из раствора на алюминиевую 
подложку  при температуре 3000С. На основании данных измерений 
вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик образцов было 
установлено наличие проводимости, обусловленной присутствием   p-n 
переходов. ВАХ пленочного р-n перехода pCdS-nCdS обладает 
выпрямляющим свойством с коэффициентом 103-104 при напряжении 
U=2÷3В. Область пространственного заряда в р-CdS является очень 
узкой, вследствие резкой асимметрии проводимости.   Наличие n-СdS с 
высоким удельным сопротивлением исключает присутствие сильного 
поля на краю металлического контакта и образует обратносмещенный 
р-n переход, параллельно барьеру Аl\р-СdS. Проводимость туннельно 
прозрачного диэлектрика Аl2О3 присутствующего на поверхности 
алюминия гораздо выше, чем проводимость обратно смещенного р-n 
перехода и большая часть приложенного внешнего электрического 
напряжения падает на р-n переход. Прямые ВАХ структуры Аl\р-
СdS\п-СdS практически идентичны с ВАХ р-п переходов. При этом ток 
через структуры экспоненциально возрастает с ростом приложенного 
напряжения. По ходу температурной зависимости наклона прямых 
lnI~U  можно выделить два интервала температур.  Прямые ветви ВАХ   
состоят из двух участков, соответствующих различным механизмам 
токопрохождения. При увеличении прямого напряжения в начале 
наблюдается участок ВАХ с большим наклоном, что соответствует 
тому, когда один механизм токопрохождения сменяется другим. 
Получение р-п перехода на основе СdS позволяет значительно 
расширить область применения СdS и создать принципиально новых 
приборов и функциональных элементов микроэлектроники. 
